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1. －罰的

し，これを用いて あ

るい

が，

ノレリウムのナノワイ

酸化スズナノワイ

いてこの研ヲZを行ってき

いての検討を始めた．昨年度’は酸化スズと酸化

これらの物質を白金くし形詰極の上に塗布し，

出特性を，また酸化テルリウムナノワイヤーに

ついては N02,NH3, H2S の結果，ナノワイヤーを用いたセン

1てもかなり高し とくにガスを除去したときの

特性が あるとの結果

ることができ

作製及び酸化亜鉛ナノワイ

酸化テルリウムナノワイヤーのセンサーについては昨年

は金の触媒膜を用いた酸化チノレリウムナノワイヤーの

より，ナノワイヤーの

さを制御できる り，これによって の可能性がある．

2. 

2. 1 金触媒膜を用い リウムナノワイ

酸化テルリウムは関 1のよう 中で作製した．高さ 45mmの綴器製のノレツボ中にテノレ

リウムを入れ， く．ナノワイヤーの太さを制御するため，

(400～500℃）に 2 し

した．しかしながら，図 2の上段の SEM られるように，

ランダム形状の酸化テルリウム

そこで，次に，金触媒膜 50nmを堆積した基板を用いてテノレリウムの蒸発を行った．この時

は関 2の下段に見られるように， 400～500℃のし 1ずれの温度においても酸化テノレリウムのナノ

ワイヤーが観察された．その太さは温度によらず約 40～80nm，表面にランダム形状の酸化テ

ノレリウム粒子が多数観察された．

次に，

50nmカ￥ら lOnm

50～ 
.::? ζ 

ノワイヤーの構造があまり変化しないことが

分かつた. lnmまで薄くなると，図 3に示すよ

うに，太さ 50～150nmの校状の粒子が絡みつく

に太さ 20nm前後のナノワイヤーが観察され

と金膜の厚さの効果を詳細に

調べ，ナノワイ の太さ市lj御につし し1

より ンサー開発につなげたい．

←一宮審議記新

関 1 齢化テノレリウムナノワイヤーの作製．高さ

45111111のノレツポゃにおかれた粒状テノレリウムの直上iこ

基板をおいた．
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Au：思惑除問

iえ12 種々の；品伎で生成した階｛ヒテルリウムの SEM i二段は金！燥なしの基1授の結果， ド段は金／J奨5011111の基

板の結果で、ある

2. 2 ノワイ シ」

し

ス

として 1

ゴンガ

(500～1000℃） 

し，一

民13 lnmの組薄い金j誌を堆服した基紋kに生！：え

した［ij変化テノレリウムナノワイヤー．炉温は 400℃と

した．

ルゴン流量は 50～2001111/minとし

800～1000℃の

1501111/minと2001111/min

1501111/minカミら 2001111/min

カ~ 900°Cカ￥ら I000°C

このうち， 900℃でアノレゴ、

られた．図 4にみられるよう

さは約 150nmから 80nm

ノワイヤーから口ッド状

アノレゴ

に減少し」・

に形状が変化し…

5 

ると

ことによって，

ることによる界記ぜの

3分の 1に減少し

げることによって締くなる．

し7とし九．

の

2. 3 出版された

1. Influence of effective surface area on gas sensing properties of W03 sputtered thin films 

Thin Solid Films, 517, 2069-2072 (2009）ラ Y.Shen, T. Yamazaki*, Z. Liuラ D.Mengラ T.Kikutaラ N.
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Nakatani 

2. Microstructure and H2 gas sensing properties of undoped and Pd-doped Sn02 nanowires 

Sensors & Actuators B, 135ラ 524-529(2009）ラ Y.Shen, T. Yamazaki＊ラ Z.Liuラ D.Mengラ T.Kikutaラ N.

NakataniラM.SaitoラM.Mori 

3. Porous Sn02 sputtered films with high H2 sensitivity at low operation temperature 

Thin Solid Filmsラ516,5111-5117 (2008), Y Shen, T. Yamazaki＊ラ Z.Liuぅ C.Jinぅ工 KikutaラN.Nakatani 

Note: The symbol* indicates c01Tesponding author. 
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｜ヌI5 酸化1mfi1iナノワイヤーをf刊し、た水素センサーの応

¥Jl1J:d：：：？.品皮；：J:250℃，水素濃度は 2000ppm.

のため つ，」・
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